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渠道内存条和 SSD 价格维稳，三星量产 1Tb QLC 第

九代 V-NAND   
——存储芯片周度跟踪（2024.09.09-2024.09.13）   

 

 

◼ 核心观点 

NAND：NAND 颗粒市场价格小幅波动，三星量产 1Tb QLC 第九代
V-NAND。根据 DRAMexchange，上周（0909-0913）NAND 颗粒 22

个品类现货价格环比涨跌幅区间为-0.51%至 5.00%，平均涨跌幅为
1.44%。其中 1 个料号价格持平，19 个料号价格上涨，2 个料号价格
下跌。根据 CFM 闪存市场报道，三星电子宣布其首款 1Tb QLC 第九
代 V-NAND 正式开始量产，采用了多项突破性技术，存储密度提升
约 86%。SK 海力士宣布，开发出适用于数据中心的高性能固态硬盘
（SSD，Solid State Drive）产品‘PEB110 E1.S’，2025 年 Q2 量产。 

DRAM：颗粒价格小幅下跌，威刚对 DRAM 市况维持乐观。根据
DRAMexchange，上周（0909-0913）DRAM 18 个品类现货价格环比
涨跌幅区间为-3.75%至-0.15%，平均涨跌幅为-1.09%。上周 0 个料号
呈上涨趋势，18 个料号呈下降趋势，0 个料号价格持平。根据 CFM

闪存市场报道，威刚发布最新财务数据，8 月营收环比基本持平，对
DRAM 市况维持乐观。 

HBM：SK 海力士利川工厂 M10F 转型 HBM 生产线。根据 CFM 闪
存市场报道，SK 海力士在其利川半导体工厂“M10F”生产第五代高带
宽存储器（HBM）。SK 海力士目前正在建设基础设施，以应对 HBM 

快速增长的需求。 

市场端：渠道内存条和 SSD 价格维持不变。上周（0909-0913）
eMMC价格环比下跌 1.04%，UFS价格环比下跌 1.07%。根据CFM闪
存市场报道，目前渠道低成本库存逐渐消耗，低价资源有限，渠道行
情整体呈震荡筑底趋势，本周渠道内存条和 SSD 价格维持不变。《黑
神话：悟空》游戏火爆，但对于消费端实质性复苏仍缺乏长期有效动
能，本周行业 SSD 和内存条价格基本不变。此外，本周部分高容量
eMMC/UFS及 LPDDR4X价格小幅调降，嵌入式出货压力加剧，现货
嵌入式价格小幅走低。 

投资建议 

我们持续看好受益先进算力芯片快速发展的 HBM 产业链、以存储为
代表的半导体周期复苏主线。 

HBM：受益于算力芯片提振 HBM需求，相关产业链有望迎来加速成
长，建议关注赛腾股份、壹石通、联瑞新材、华海诚科等； 

存储芯片：受益于供应端推动涨价、库存逐渐回归正常、AI 带动
HBM、SRAM、DDR5 需求上升，产业链有望探底回升。推荐东芯股
份，建议关注恒烁股份、佰维存储、江波龙、德明利、深科技等。 

◼ 风险提示 

中美贸易摩擦加剧、下游终端需求不及预期、国产替代不及预期等。 
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1. 存储芯片周度价格跟踪 

 

图1:NAND 中大容量现货价格（美元）  图2:NAND 中小容量现货价格（美元） 

  
资料来源：iFind，甬兴证券研究所 资料来源：iFind，甬兴证券研究所 

 

图3:NAND  Wafer 中大容量现货价格（美元）  图4:NAND  Wafer 中小容量现货价格（美元） 

  
资料来源：iFind，甬兴证券研究所 资料来源：iFind，甬兴证券研究所 

 
图5:DRAM 中大容量现货价格（美元）  图6:DRAM 中小容量现货价格（美元） 

 
 

资料来源：iFind，甬兴证券研究所 资料来源：iFind，甬兴证券研究所 
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2. 行业新闻 

 

“悟空热”短期带旺行业端部分 SSD 需求提升，嵌入式部分高容量产品走

跌 

9 月 10 日消息，根据 CFM 闪存市场，本周，部分高容量嵌入式产品

价格出现微跌；行业市场近期形势趋于稳定，部分客户采购力度有所加强；

渠道市场基本难以获取便宜资源，成品库存成本逐步升高，而渠道客户对

价格要求较为苛刻，目前渠道整体处于低位平台整理。近期，由于上游部

分资源较为充足，原厂供货摇摆不定，本周部分高容量 eMMC 价格小幅下

修。行业端受益于“悟空热”带动部分大容量 SSD 需求增加，但这只是短期

热度刺激，并不能代表消费端需求真正回暖，另外信创领域交易氛围浓厚，

客户采购体量较大。渠道端有少量装机需求，但整体需求依旧无明显好转，

行情多以平稳为主。 

资料来源：（CFM闪存市场） 

 

三星量产 1Tb QLC 第九代 V-NAND，存储密度提升约 86%  

9 月 12 日消息，根据 CFM 闪存市场报道。三星电子宣布其首款 1Tb 

QLC 第九代 V-NAND 正式开始量产。此前，1Tb TLC 第九代 V-NAND 产

品已于 2024 年 4 月开始量产，标志着三星在 V-NAND 技术领域的持续创

新和领先地位。三星 QLC 第九代 V-NAND 采用了多项突破性技术，包括

通道孔蚀刻技术、预设模具技术、预测程序技术，以及低功耗设计技术。

三星电子计划将QLC第九代V-NAND的应用范围从品牌消费类产品开始，

逐步扩展到移动通用闪存（UFS）、个人电脑和服务器 SSD，为包括云服务

提供商在内的客户提供服务。 

资料来源：（CFM闪存市场） 

 

SK海力士开发出适用于数据中心 PCIe 5.0 SSD：采用 238层 NAND，2025

年 Q2 量产 

9 月 11 日消息，根据 CFM 闪存市场报道。SK 海力士宣布，开发出适

用于数据中心的高性能固态硬盘（SSD，Solid State Drive）产品‘PEB110 

E1.S’。此前，SK海力士已经开发并量产了超高性能产品PS1010*，希望以

开发 PEB110 产品打造强大的固态硬盘产品阵容，来满足多元化的客户需

求。SK 海力士目前正在与全球数据中心客户共同进行 PEB110 验证，计划

在获得验证后，于 2025 年第二季度开始量产该产品，并向市场供应。SK

海力士首次将 SPDM应用于其面向数据中心的 SSD产品中，大幅加强了信

息安全功能。 

资料来源：（CFM闪存市场） 
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威刚：8 月营收环比基本持平，对 DRAM 市况维持乐观 

9 月 9 日消息，根据 CFM 闪存市场报道，威刚最新公布财务数据显示，

8月合并营收 30.29亿元新台币，环比微降 0.8%，同比增长 1.95%；累计 1-

8 月合并营收 269.93 亿元新台币，同比增长 39.68%。威刚目前对 2024 年

下半年与 2025 年的 DRAM 市况维持乐观，随着上游存储原厂持续提高

HBM 的产能，将对 DRAM 产出造成排挤效应，预期整体 DRAM 产能将自

第 4 季开始至 2025 年下半年，逐季出现供应吃紧的情况。此外，随着 AI 

PC 和 AI 手机的普及率从 Q4 开始上升，预计即使 2025 年上游产能利用率

及制程良率有所提高，DRAM 的整体供应增长速度也将难以跟上需求的快

速增长。 

资料来源：（CFM闪存市场） 

 

SK 海力士利川工厂 M10F 转型 HBM 生产线 

9 月 4 日消息，根据 CFM 闪存市场报道，SK 海力士在其利川半导体

工厂“M10F”生产第五代高带宽存储器（HBM）。SK 海力士目前正在建设

基础设施。这是为了应对 HBM 快速增长的需求。除了 NVIDIA 之外，SK

海力士还向谷歌和亚马逊等公司供应 HBM。考虑到 M10F 的量产时间表，

预计设备订单将于 2024年第四季度开始。预计将引进先进的存储器堆叠封

装设备和测试设备。 

资料来源：（CFM闪存市场） 
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3. 公司动态 

 

【协创数据】2024 年上半年公司的智能家居、智能穿戴、智能安防各品类

需求向好 

9 月 11 日，协创数据在投资者互动平台上表示，2024 年上半年公司的

智能家居、智能穿戴、智能安防各品类需求向好，公司硬件销量实现增长，

海外智慧安防业务占比提升，同时公司大健康品类新拓产品智能咖啡机实

现量产销售，亦对公司整体销售和盈利情况形成一定贡献。 

资料来源：（投资者互动平台） 

 

【佰维存储】公司掌握先进封装工艺，为封装产品的创新力及大规模量产

提供支持 

9 月 10 日，佰维存储在投资者互动平台上表示，公司掌握 16 层叠 Die、

30～40μm 超薄 Die、多芯片异构集成等先进封装工艺，为 NAND、DRAM

芯片和 SiP 封装产品的创新力及大规模量产提供支持。公司拥有资深封装

设计和工艺研发团队，有能力进行完备的基板级和封装级仿真。在封装工

艺领域，公司不断引进先进封装设备、失效分析设备和芯片可靠性实验设

备，大力投入先进工艺研究，攻克了 FC 工艺、CSP 工艺、POP、PIP 和

3DSiP 以及封装电磁屏蔽等工艺技术。公司基于上述工艺的创新和组合，

使得拥有复杂系统的存储芯片在体积、散热、电磁兼容性、可靠性、存储

容量等方面拥有较强的市场竞争力，使公司产品尤其是嵌入式存储产品实

现行业领先的产品创新能力和可靠性。 

资料来源：（投资者互动平台） 

 

【佰维存储】公司在智能穿戴领域目前已进入 Google、Meta、小米、小

天才等知名企业 

9 月 10 日，佰维存储在投资者互动平台上表示，公司在智能穿戴领域

目前已进入 Google、Meta、小米、小天才等知名企业，产品应用于其智能

手表、智能眼镜等。公司研发封测一体化的布局，在智能可穿戴领域具有

较强的竞争优势，能够在低功耗、快响应等方面进行固件算法优化设计的

同时，通过先进封测工艺能力，助力产品的轻薄小巧。其中，公司为 Ray-

BanMeta 眼镜提供 ROM+RAM 存储器。 

资料来源：（投资者互动平台） 

 

【兆易创新】公司传感器业务（Sensor）包括触控芯片、指纹识别芯片 

9 月 11 日，兆易创新在投资者互动平台上表示，公司传感器业务

（Sensor）包括触控芯片、指纹识别芯片。公司触控芯片包含自容和互容

两大品类，涵盖手机、平板及智能家居等人机交互领域。公司指纹芯片包
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括电容指纹、OLED 屏下镜头式指纹等，为手机等市场提供主流选择方案，

同时为智能门锁提供更小面积的嵌入式电容方案，为笔记本提供与电源键

集成的 Windows 电容方案。 

资料来源：（投资者互动平台） 

 

【德明利】公司是专业的存储控制芯片及解决方案提供商，持续聚焦存储

主业 

9 月 12 日，德明利在投资者互动平台上表示，公司作为专业的存储控

制芯片及解决方案提供商，持续聚焦存储主业，加快完善产品、客户渠道、

研发等各方面布局，积极拓展原有业务，不断打开成长空间，更多经营业

绩与产品情况请您关注后续的信息披露。公司闪存模组以自研主控芯片为

核心，基于主控芯片开发自研纠错算法、低功耗技术等形成完整存储应用

方案，自研技术相互支持，共同迭代，构成核心竞争力。 

资料来源：（投资者互动平台） 

  



行业周报 

请务必阅读报告正文后各项声明 8 

4. 公司公告 

 

 

表1:存储行业本周重点公告（09.09-09.13） 
日期 公司 公告类型 要闻 

2024/9/10 华海诚科 持股变动 

公司股东新潮创投因自身资金需求，拟通过集中竞价交易方式和大宗交易方式

减持其所持有的公司股份数量合计不超过 2,258,197 股，即不超过公司总股本的

2.80%。 

2024/9/9 兆易创新 资金投向 

公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用非公开发行股票方式，发行人

民币普通股（A 股）21,219,077 股，发行价格为人民币 203.78 元/股，本次发行

募集资金总额为人民币 432,402.35 万元，扣除承销费用（不含增值税）人民币

3,958.49 万元后，公司此次实际募集资金净额为人民币 428,443.86 万元。 

2024/9/11 佰维存储 股本变动 

公司本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为

2,056,482 股。股票上市流通总数为 2,056,482 股，上市流通日期为 2024 年 9 月

24 日。 

资料来源：iFind，甬兴证券研究所 
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5. 风险提示 

 

1）中美贸易摩擦加剧的风险 

未来若中美摩擦加剧，则存在部分公司的经营受到较大影响的风险。 

 

2）下游终端需求不及预期的风险 

未来若下游终端需求不及预期，则存在产业链相关公司业绩发生较大波动

的风险。 

 

3）国产替代不及预期的风险 

未来若国产替代不及预期，则存在国内企业的业绩面临承压的风险。 
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分析师声明 

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉尽责的职业态度，

专业审慎的研究方法，独立、客观地出具本报告，保证报告采用的信息均来自合规渠道，并对本报告的内容和观点负

责。负责准备以及撰写本报告的所有研究人员在此保证，本报告所发表的任何观点均清晰、准确、如实地反映了研究

人员的观点和结论，并不受任何第三方的授意或影响。此外，所有研究人员薪酬的任何部分不曾、不与、也将不会与

本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关。 

 

公司业务资格说明 

甬兴证券有限公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可，具备证券投资咨询业务资格。 

 

投资评级体系与评级定义 

股票投资评级： 分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据公司基本面及（或）估值预期以报告日起 6 个月

内公司股价相对于同期市场基准指数表现的看法。 

 买入 股价表现将强于基准指数 20%以上 

 增持 股价表现将强于基准指数 5-20% 

 中性 股价表现将介于基准指数±5%之间 

 减持 股价表现将弱于基准指数 5%以上 

行业投资评级： 分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据行业历史基本面及（或）估值对所研究行业以报

告日起 12 个月内的基本面和行业指数相对于同期市场基准指数表现的看法。 

 增持 行业基本面看好，相对表现优于同期基准指数 

 中性 行业基本面稳定，相对表现与同期基准指数持平 

 减持 行业基本面看淡，相对表现弱于同期基准指数 

相关证券市场基准指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；港股市场以恒生指数为基准；新三板市场以三板成

指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准指数。 

投资评级说明： 

不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准，投资者应区分不同机构在相同评级名称下的定义差异。本评级体

系采用的是相对评级体系。投资者买卖证券的决定取决于个人的实际情况。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整

的观点与信息，投资者不应以分析师的投资评级取代个人的分析与判断。 

 

特别声明 

在法律许可的情况下，甬兴证券有限公司(以下简称“本公司”）或其关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的

证券或期权并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问以及金融产品等各种服务。因此，投

资者应当考虑到本公司或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资

或其他决定的唯一参考依据。也不应当认为本报告可以取代自己的判断。 

 

版权声明 

本报告版权归属于本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面许可，任何机

构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用本报告中的任何内容。否则由此造成的一切不良后果及法律

责任由私自翻版、复制、转载、刊登和引用者承担。   
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重要声明 

本报告由本公司发布，仅供本公司的客户使用，且对于接收人而言具有保密义务。本公司并不因相关人员通过其他途

径收到或阅读本报告而视其为本公司的客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐及其他交流方式等只

是研究观点的简要沟通，需以本公司发布的完整报告为准，本公司接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，

除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。 

 

本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，本公司对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证。

本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以

及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时

思量各自的投资目的、财务状况以及特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。客户应自

主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担

证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。市场有风险，投资

须谨慎。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司和关联人员均不承担任何法律责任。 

 

本报告所载的意见、评估及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更

改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，本公司可发出与本报告所载意见、评估及预测不一

致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人

士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论或交易

观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。投资者应当自行关注相应的更新或修改。 

  
 

 
 


